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VORGEHEN 
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tl^t '^*«®"^"y Liber die Ubermittlung des internationalen " 



(Fruhesies; Pnoritatsdatum (Tag/Monat/Jahr)" 

12/03/1999 



1 . Grundlage des Berichts 

° A-r^Sr^^^^^^^^^^^^^^ -er .el .er Be.arde ein.ereic.ten O.ersetzun, der Internationalen 

^- Kf.Tjrir:r^^^^^^^^^ 

U der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist ' 

ZT2ZZ '7""°"^'^" '"'""'"^ oompu.eries.arer Form eingereioht worden ist 
be, der Behorde nachtr.glich in schriftlicher Form eingereich, worden ist 
be, der Beh6rde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist 



□ 
□ 



j — j ' "^■"K"^^"«*t^drer rorm eingereici 

^ ---^^^^^^^ 

^ w°L^;^-e7egr - Form e.a.ten inrormationen dem sc.rit«ioHen Seguenzprotoko.i entsprec.en, 

3. U Mangelnde Einheltlichkelt der Erflndung (slehe Feld II). 

4. HinsichUich der Bezeichnung der Erfindung 

E '"'■'■^'^e^^om Anmelder eingereichtewortlautgenehmigt 

U wurde der Wortlaut von der Beh6rde wie folgt festgesetzt: 



5. 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

\J] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt 

° ^r^^ S^or«r".e^n^:,S ^^Si:^ "^^^^T^^^^^Z' ^ Beh.rde testgesetzt. Oer 
Recherchenbenchts eine Stellungnahme vorlegen ^^'^ der Absendung dieses internationaien 

3 



RechercrnS^^^^^ 

Folg^de AbJ,ndung der Zelc.nungen Isfm^ der Zusammentassung zu veraftentlichen: Abb Nr 
liJ wre vom Anmelder vorgeschlagen 

□ . well der Anmelder selbstkeineAbbiidung vorgeschlagen hat ^ 
U we,l diese Abbildung die Erflndung besser kennzeichnet. 



keine der Abb. 



Formblatt PCT/lSA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) i,f^BQ'=i~~.'70'^CZ>^ 



INTERNATIONALEaflECHERCHENBERICHT 



nationales Aktenzeichen 

'T/DE 00/00749 



Nach der Internationalen Patentklassif iKatio n ((PK) Oder nach der nationalen K las sifi R ation und der !PK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, 



soweit disse unter die recherchierten Gebiete fallen 



wanrena .e. .n.ernaUona.n Hechsrc.e .onsul.ie.. eieKTonisCe Da.enban. ,Na.e de. Da.enbanK un . e... .o^en.e.. Suc^e..»e) 

EPO-Internal, PAJ, INSPEC, IBM-TDB 



C. ALSWESENTLICHANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie' 



B ezolchnung dor Veroffentllchung, s owe. ortorderlich un.ar Angabe der in Bmrach. Kommend.n Telle 

US 4 039 370 A (KLEINKNECHT HANS PETER) 
2. August 1977 (1977-08-02) 



■ das ganzo Dokuinont- 



-/- 



H rr^nehmen'°"*"'"°^""^^" P°''^«'^""9 von Feld C zu j^j] 



Betr. Anspruch Nr. 

1-4,6, 
11,12, 
14-17, 
19,20 



" Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen ■ 

' ^o®J!?^®"*!i?^V"9* allgemelnen Stand der Technik definiert 

aber nicht als besonders bideutsam an^u^Ahln Lt 



Siehe Anhang Patentfamilie 



"E' 



"L" 



^=nh!It"in''^''?^' "^'^ geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er 
anSerTn^i^l'p^tf l^^'J^^'^^ die das VeroffentlichyngsdfTurS^^^^^^^^ 
soi?odTr dT. .!fc^^'^^®"^^ genannten Veroffentllchung beteg warden 
aSsgefuhrt) ^"^"^ besonderen Grund angegeben PstTwie 

"ItnflSnLTZ^^ Offenbarung. 
"P" VeroffentKnn^'HlL"® ^'i^^*® '"^g oder andere IVIaBnahmen bezieht 
Horn K^i^ ^r?' fnternationalen Anmeldedatum aber nach 

dem bean spruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist' ^^^'"'^'^^ 
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

12. Juli 2000 

Name und Postanschrift der Internationalen Recherc hen be horde 
Formblan PCT/ISA/2lO(Blatt 2) (Juli 1992) 



o^nif nach dem internationalen Anmeldedatum 

Oder dem Pnontatsdatum veroffentiicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum VerstandnlS des der 

fhro^"e\%"^^^^^^^^^ 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutuna- die beansorurhtA PrfmH..«« 
kann aliein aufgrund dieser VeroffenUichung nfcht Is^eu ^der au?"*^ j 
©rfindenscher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

^ktmS*i'iir^//^^®H°"'^l'^''^^ beanspruchte Erfindung 

kann nicht als auf erfmdenscher Tatigkeit beruhend betrachtet ' 

vSntrh " ""'^ ^.^.^^ft^ntlichung mit einer oder mehre?en anderen 
)^Sci^f/?i''''ii"^®^.'''^^^'' Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
dtese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

'&■' Veroffentlichung. die Mitgl ied derselben Patentfamilie ist 
Absendedatum des internationalen Recherchenberlchts 

19/07/2000 

Bevollmachtigter Bediensteter 

Mi eke, K 
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v„ INTERNATIONAL^^ECHERCHENBERICHT l^^tionales AWenzelchon 

W \ ^T/DE 00/00749 


C (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 




Kalegorie° 


Bezeichnung der Veroffentllchung. sowait ertorderlich untsr Angabe der in Betracht kommenden Teile f 


^tr. Anspruch Nr. 


A 


ZINCKE C ET AL: "TEST STRUCTURES FOR 
DETERMINING DESIGN RULES FOR 
MICROELECTROMECHANICAL-BASED SENSORS AND 

ACTUATORS" 

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MICROELECTRONIC TEST 
STRUCTURES ( ICMTS) , US, NEW YORK, IEEE, 
1994, Seiten 44-50, XP000481292 
ISBN: 0-7803-1757-2 w a 
Soito ^^^ linKo Spilto, Abcatz 1 -rochte . 
Spalto, Abcatg 2- fi<^^ • / - Sa-^J^ a^Jio*-'*.^^ . 
Soito ^5) Spalto 2, Abcatz i\ fi^. , dA-tMyy^^t*^ A, 
Seite 46, linlr.o Spalta, flbsatz 3 -SaiTe . 


; 1,17 


<\7, rprhtffl SpaltP, flhsatz 2; Ahhildung F> ^^^^^ 4 



Formblatt PCT/lSA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 2) (Jul) 1 992) 
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INTERNATIONALE 

Angaben zu VeroffentlichungI 



m 



CHERCHENBERICHT 

zur selben Patentfamilie gehoren 



■nationaies Aktenzeichen 

T/DE 00/00749 



im Recherchenbericht ■ 
angefuhrtes Patentdokumenl 



Datum der 
Veroffentiichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Ver6ffentlichung 



US 4039370 



02-08-1977 



KEINE 



Foimblatt PCT/lSA/210 (Anhang Patentfamiiie)(Juli 1992) 



Bestatigung des Faxes vom 1 3 - 03 -2^0 00! 

Vom ^^^Ideamt auszufiiUen 



PCX 

ANTRAG 



Der Unterzeichnete beantragt, dafi die vorliegende 
intemationale Anmeldung nach dem Vertrag iiber die 
intemationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird 



Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anmeldedatum 



Name des Anmeldeamts und "PCX International Application" 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewiimcht) 
(max. }2Zeichen) R. 35325 Kut/Wt 



Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG 

Vorriciitung und Verfahren zur Bestimmung der lateralen Unteratzixng einer 
strukturierten Oberf lachenschicht 



Feld Nr. II ANMELDER 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats 
anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes 
oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

ROBERT BOSCH GMBH 
Postfach 30 02 20 
70442 Stuttgart 

Bundesrepublik Deutschland (DE) 



□ 



Diese Person ist 
gleichzeitig Erfmder 



Telefonnr. : 

0711/811-23062 



Telefaxnr.; 

0711/811-331 81 



Femschreibnr: 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder | 1 alle Bestim- 
fiir folgende Staaten: ' ' mungsstaaten 


X 


alle Bestimmungsstaaten mit | nur die Vereinigten I die im Zusatzfeld 
Ausnahme der Vereinigten Staaten ' ' Staaten von Amerika ' ' angegeben en Staaten 


Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

BECKER, Volker 
Im Wiesele 7 
76359 Marxzell 
DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 



Anmelder und Erfmder 

nur Erfmder (Wird dieses Kdstchen 
angekreiat, so sind die nach- 



□ 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder | 1 alie Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit 

ftir folgende Staaten: ' ' mungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X/1 nur die Vereinigten | 
^^—^ Staaten von Amerika ' 


die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 




^X^ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 


Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER 


; ZUSTELLANSCHRIFT 




Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fur den (die) Anmelder 
vor den zustandigen intemationalen Behorden in folgender Eigenschaft zu handein als: 


1 1 Anwalt r 1 gemeinsamer 

1 1 I 1 Vertreter 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstdndige 

amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name 
des Staats anzugeben) 



Telefonnr.: 



Telefaxnr.: 



Femschreibnr: 



Dieses KSstchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld 
eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. 



Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



BlattNr... 2.... 



Fortsetzung von Feld Nr. IH WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antras nicht heizufugen. 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahi und der Name des Staats an- 
zugebevL Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staqt ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist) 

LAERJViER, Franz 
Witikoweg 9 
70437 Stuttgart 
DE 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

r- — /I 

Ixxl Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 
angekretizt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


StaatsangehQrigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 1 | alleBestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit f\/ nur die Vereinigten 1 die im Zusat2feld 
ftir foleende Staaten: 1 ' mungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahi und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist J 

SCHILP, Andrea 

Seelenbachweg 15 

73 525 Schwaebisch Gmuend 

DE 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder - 

\)C 1 Anmelder und Erfmder 

1 1 nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


StaatsangehQrigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- 1 I alle Bestimmungsstaaten mit \y\ nur die Vereinigten 1 die im Zusat2feld 
fur folgende Staaten: ' ' mungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten ^^--^ Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei Juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahi und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
1 . 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehdrigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder [ 1 alle Bestim- 

ftir folgende Staaten: ' ' mungsstaaten ' 


alle Bestimmungsstaaten mit 1 nur die Vereinigten j die im Zusatzfeld 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 1 ' Staaten von Amerika > ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahi und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

1 I Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Errmdcr (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


StaatsangehOrigkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat) : 


Diese Person ist Anmelder alle Bestim- 1 
fiir folgende Staaten: ' ' ungsstaaten ' 


alle Bestimmungsstaaten mit 1 nur die Vereinigten | 1 die im Zusatzfeld 
Ausnahme der Vereinigten Staaten ' 1 Staaten von Amerika > ' angegebenen Staaten 


1 Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfmder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCT/RO/1 0 1 (Fortsetzungsblatt) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



FeldJ^r.V BESTIMMUNG VON 



BlattNr....3... 



Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiemnit vorgenommen: 
Regionales Patent 

Q AP AREPO-Patent: GH Ghana, CM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, 

SZ Swasiland, UG Uganda , ZW Simbabwe undjeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolis und des PCX ist 

□ EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 

Moldau, RU Russische Federation, TJ Tadschikistan, TM Turkinenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat 
des Eurasischen Patenttibereinkommens und des PCX ist 
^ EP Europaisches Patent: AX Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CYZypem, 
DE Deutschland, DK Danemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes KOnigreich, 
GR Griechenland, IE Irland, IT Italien. LU Luxemburg, MC Monaco, NL Miederlande, PT Portugal, 
SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCX ist. 

□ OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, B J Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d'lvorie, 

CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, 

TD Xschad, TG Xogo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCX ist 

Nationales Patent (falls eine andere Schuizrechtsari oder ein sonstiges Verfahren ge^vunscht wird, biite aufder gepunkteten Linie angeben): 
I I AE Vereinigte Arabische Emirate di LR Liberia 

□ AL Albanien 

I I AM Armenien □ 

ZD AT Osterreich : r- EZI 

m AU Australien : □ 

^ AZ Aserbaidschan □ 

I BA Bosnien-Herzegowina CD 

ID BB Barbados □ 

'Z] BG Bulgarien 

BR Brasilien □ 



ID BY Belarus □ 

CA Kanada □ 

^ CH und LI Schweiz und Liechtenstein □ 

□ CN China □ 

□ CU Kuba , □ 

I I CZ Xschechische Republik CD 

CD DE Deutschland □ 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

n 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 



□ 
n 
□ 



DK Danemark 

EE Estland 

ES Spanien 

FI Finnland 

GB Vereinigtes KOnigreich 

GD Grenada.. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

GE Georgien □ 

GH Ghana □ 

GM Gambia 
HR Kroatien 
HU 
ID 
IL 
IN 
IS 
JP 



Ungam CD 

□ 

□ 



Indonesien 

Israel 

Indien 
Island 

Japan 

KE Kenia. 

KG KirgiMstari.,,,,,,,..^^^^ 

KP Demokratische Volksrepublik Korea.. 



LS Lesotho : 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien 

MN Mongolei 

MW Malawi 

MX Mexiko 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Polen 

PT Portugal • 

RO RumSnien 

RU Russische Federation 

SD Sudan 

SE Schweden 

SG Singapur 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

SL Sierra Leone 

TJ Tadschikistan 

TM Turkmenistan 

TR Ttirkei 

TT Trinidad und Xobago 

UA Ukraine 

UG Uganda. 

US y ereinigte Staaten von Amerika, 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



UZ Usbekistan.. 

VN Vietnam 

YU Jugoslawien 

ZA Sudafrika.... 

ZW Simbabwe.. 



KR Rebublik Korea Kastchen fiir die Bestimmung von Staaten, die dem PCX nach der 

KZ Kasachstan Veroffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind: 

LC Saint Lucia □ 

LK Sri Lanka □ 



ErklSrung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle 
anderen nach dem PCX zulSssigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklarung ausgenonimen 
sind. Der Anmelder erklart, daB diese zusatzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen und jede zusatzlichc Be-stimmung, die vor 
Ablaufvon 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurUckgenonimen gilt (£>/e Bej/^SZ/gMng- 
einer Bestimmung erfolgi durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der 
BesiStigungsgebahr. Die Bestdtigung mufi beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von IS Monaten eingehen.) 



FormblattPCX/RO/101 (Blatt2) (Juli 1999)- 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



BiattNr.4:.. 



Anmeldedatum 
der fhiheren Anmeldung 
(TaR/Monat/Jahr) 


Aktenzeichen der 
fhiheren Anmeldung 


1st die fiilhere Anmeldun 


E eine: 


nationale Anmeldung: 
Staat 


regionale Anmeldung: ♦ 


intemationale Anmeldung: . 
Anmeldeamt 


Z.eue \ i) 

12. Marz 1999 
(12.03.1999) 


199 10 983.4 


Bundesrepiiblik 
Deutschland 






Zeile (2) 










Zeile (3) 











_Q1 



Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n)_ 

bezeichneten frOheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem Intemationalen Buro zu Obermitteln. 



Feld Nr. VH INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wah! der Intemationalen Recherchenbehdrde (ISA) 
(falls z\vei oder mehr ah z\vei Internationale Recherchenbehdrden 
fur die Ausfiihrung der intemationalen Recherche zustdndig sind, 
geben Sie die von Ihnen gewdhlte Behorde an: (der: 
Zweibuchstaben-Code kann beniitzt werdenj 
ISA/ 



Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer frtiheren Recherche: Bezugnahme auf 
diese frtihere Recherche {falls einefruhere Recherche bei der intemationalen 
Recherchenber&rde beantragt oder von ihr durchgejuhrt warden ist): 
Datum (Tag/Monat/Jahr)\ Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) 



Feld Nr. VHI 



KONTRQLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 



Diese intemationale Anmeldung enthalt 
die folgende Anzahl von BlSttern: 



Antrag 



Blatter 



Beschreibung (ohne 

Sequenzprotokollteil) : 14 Blatter 

Anspruche : 5 Blatter 

Zusammenfassung: 1 Blatter 

Zeichnungen : 2 Blatter 

Sequenzprotokollteil 



der Beschreibung 



Blatter 



Blattzahl insgesamt : 26 Blatter 



Dieser intemationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 
1 , ^ Blatt fiir die Gebuhrenberechnung 

Gesonderte unterzeichnete VoUmacht 

Kopien der allgemeinen VoUmacht; Aktenzeichen (fails vorhanden) 

BegrUndung ftir das Fehlen einer Unterschrift 

Prioritatsbeleg(e), in Feld VI durch 
folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

Ubersetzung der intemationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 



2. □ 

3. □ 

4. □ 

5. □ 

6. □ 

7. □ 

8. □ 

9. m 



Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem 
Material 

Sequenzprotokolle fur Nucleotide und/oder Anminosauren (Diskette) 
Sonstige (einzeln aujfiihren): 



Abbildung der Zeichnungen, die 

mit der Zusammenfassung 
veroffentlicht werden soil (Nr.): 3 


Sprache, in der die 
intemationale Anmeldung 
eingereicht wird: Deutsch 


Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 



dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet 



ROBERT BOSCH GMBH 
NrV 23/11 AV 



Andrea S CHI LP 



Volker BECKER 



(wird nachgereicht ) 
Franz LAERMER 



Vom Anmeldeamt auszufullen 

1. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
intemationalen Anmeldung „ „ - 


2. Zeichnungen 

1 j einge-gangen: 

1 1 nicht ein- 
1 1 gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigung dieser intemationalen Anmeldung: 


4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellung nach Artikel 1 1(2) PCT: 


5. Vom Anmelder benannte 

Intemationale RecherchenbehSrde: ISA/ 


6, Ubermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung 
j j der Recherchengebuhr aufgeschoben 




Vom Intemationalen BUro auszufullen 

Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Intemationalen Bilro: 



Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



Dieses BL 



PCX 

BLATT FUR DIE GEBUHRENBERECHNUNG 
Anhang zum Antrag 



cht Teii imdzdhlt nicht als Blatt der internationalen 



Aktenzeichen des Anmelders 
Oder Anwalts 



R. 35325 Kut/Wt 



, Vom Anmcldeamt auszufiillen 



Internationales Aktenzeichen 



Eingangsstempei des Anmelffeamts 



Anmelder 



ROBERT BOSCH GMBH 
Postfach 30 02 20, 



70442 Stuttgart 



BERECHNUNG DER VORGESCHRIEBENEN GEBUHREN 
1. UBERMITTLUNGSGEBOHR 



150, -- 



1.848,26 



2. RECHERCHENGEBUHR 

Die intemationale Recherche ist durchzufQhren von 

(Sind zwei oder mehr Internationale Recherchenbehorden fur die internationale Recherche zustdndig, 
ist der Name der Behdrde anzugeben, die die internationale Recherche durchfuhren soli) 

3. INTERNATIONALE GEBUHR 
Grundgebuhr 

Die intemationale Anmeldung enthait 26 
umfaBt die ersten 30 Blatter 



Blatter 
799, 93 



17,60 



Anzahl der Blatter ZusatzgebUhr 
uber 30 

Addieren Sie die in Feld b| und b2 eingetragenen 

Betrage» und tragen Sie die Summe in Feld B ein | 799 , 93 

Bestimmungsgebiihren 

Die intemationale Anmeldung enthtlt Bestimmungen. 

4 X 172 . 11 =1 688,44 



Anzahl der zu zahlenden Bestimmungsgebuhr 
Bestimmungsgebuhren (maximal 10) 
Addieren Sie die in Feld B und D eingetragenen 
Betrage, und tragen Sie die Summe in Feld I ein 



1 .488,37 



(Anmelder aus einigen Staaten haben Anspruch auf eine Ermdfiigung der internationalen Gebiihr um 
75%, Hat der Anmelder (oder haben alle Anmelder) einen solchen Anspruch, so betrdgt der in Feld I 
einzutragende Gesamtbetrag 25% der Summe der in Feld B und D eingetragenen Betrdge.) 



4. GEBUHR FUR PRIORITATSBELEG 

5. GESAMTBETRAG DER ZU ZAHLENDEN GEBOHREN. 

Addieren Sie die in den Feldem T, S, I und P eingetragenen Betrage, 
und tragen Sie die Summe in das nebenstehende Feld ein 



35, 



3 .521, 63 



INSGESAMT 



I I Die Bestimmungsgebuhren werden jetzt noch nicht gezahlt 



ZAHLUNGSWEISE 



^3 Abbuchungsauftrag (siehe unten) Bankwechsel 

I I Scheck ] I Barzahlung 

I I Postanweisung Q Gebiihrenmarken 



I I Kupons 

I I Sonstige (einzeln angeben): 



ABBUCHUNGSAUFTRAG (diese Zahlungsweise gibt es nicht bei alien Anmeldedmtern) 



Das Anmeldeamt / DPA 



Dresdner Bank 



346 248 100 



wird beauftragt, den vorstehend angegebenen Gesamtbetrag der GebOhren von meinem laufenden 
Konto abzubuchen 

wird beauftragt, Fehlbetrage oder Uberzahlungen des vorstehend angegebenen Gesamtbetrags der 
Gebiihren auf meinem laufenden Konto zu belasten bzw. gutzuschreiben. / 
wird beauftragt, die Gebuhr fur die Ausstellung des Prioritatsbelegs und seine U^rmittlung an das 
Intemationale BUro der WIPO von meinem laufenden Konto abzubuchen. / / 

0 9, MRZ. 2000 ROBERT BOSCH GMBH / Nr / yfiSyH lAV 



Kontonummer 



Datum (T ag/Monat/Jahr) 



Unterschrift 



FormblattPCT/RO/lOl (Anhang) (Januar 1996) 



Siehe Anmerkungen zum Blatt fur die Gebuhrenberechnung 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder AnwaKs 
R. 35325 Kut/Wt 


ufsriTCDPQ siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 
Wtl 1 t:Ht:5> Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/00749 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

13/03/2000 


(Fruhestes) Pnoritatsdatum ( l ag/Monaujanr/ 

12/03/1999 


Anmelder 

ROBERT BOSCH GMBH et al . 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde ersteitt und wird dem Anmelder gem afi 
Artikel 18 ubermittett. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermlttelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3_ Blatter. ^ ^ -r u i k ■ 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berlchts 

a 



Hinsichttich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anrneldun^^^ in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt n.chts anderes angegeben ist. 

Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 
b Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
Q in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthatten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung. dal3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht iiber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daft die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 



□ 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



2. □ Bestlmmte AnsprQche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld 1). 

3. 1^ Mangelnde Einheitlichkelt der Erflndung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erflndung 

PC] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

mwird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
n Anmllder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
— Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. _3 

[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen □ keine der Abb. 

I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
[ I well diese Abbildung die Erflndung besser kennzeichnet 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER, 



E^HERCHENBERICHT 



lales AMenzelchen 

PCT7DE 00/00749 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 

IPK .7 H01L21/66 B81C5/00 



Nach der International en Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikatlon und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter MindestprCifstoff (Klassifikatlonssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 HOIL B81C 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende VeroffentJichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der international en Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , PAJ, INSPEC, IBM-TDB 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UrfTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



us 4 039 370 A (KLEINKNECHT HANS PETER) 
2. August 1977 (1977-08-02) 



das ganze Dokument 



1-4,6, 
11,12, 
14-17, 
19,20 



-/-- 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



" Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A" Veroffentlichung. die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht word en ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung beiegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbamng, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maf3nahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung. die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und m it der 
Anmeldung nicht koilidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeiiegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspmchte Erfindung 
kann altein aufgmnd dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichung. die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



12. Juli 2000 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



19/07/2000 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-00 16 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Mi eke, K 



Formblatt PCT/iSA/210 (Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERNATIONALERJBPHERCHENBERICHT 



tnt^^^^nales Aktenzelchen 

PCT/DE 00/00749 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UrTTERLAGEN 



Kategorie" 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



ZINCKE C ET AL: "TEST STRUCTURES FOR 
DETERMINING DESIGN RULES FOR 
MICROELECTROMECHANICAL-BASED SENSORS AND 
ACTUATORS" 

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MICROELECTRONIC TEST 
STRUCTURES (ICMTS),US,NEW YORK, IEEE, 

1994, Seiten 44-50, XP000481292 
ISBN: 0-7803-1757-2 

Seite 44, 1inke Spalte, Absatz 1 -rechte 

Spalte, Absatz 2 

Seite 45, Spalte 2, Absatz 4 

Seite 46, linke Spalte, Absatz 3 -Seite 

47, rechte Spalte, Absatz 2; Abbildung 6 



1,17 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERMTiONAL SEARCH REPORT 

Infoi^^Kn on patent family members 



Int^Bmal Application No 

PCT/DE 00/00749 



Patent document 
' cited in .search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


us 4039370 A 


02-08-1977 


NONE 





Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 




jyC^T^ WELTORGANISATION FDR GEISTTGES EIGENTUM 

A Internationales Buro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG tJBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentklassifikation 
HOIL 21/66, B81C 5/00 



Al 



(11) Internationale VerofTcntlichungsnunimer: WO 00/55899 

2L September 2000 (21.09.00) 



(43) Internationales 

VerofTentlichungsdatum 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DEOO/00749 

(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Marz 2000 (13.03.00) 



(30) Prioritatsdaten: 

199 10 983.4 



12. Marz 1999(12.03.99) 



DE 



(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT 

BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20. D-70442 
Stuttgart (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): BECKER, Volker [DE/DE]; 
Im Wiesele 7. D-76359 Marxzelf (DE). LAHf^MER, Franz 
[DE/DE]; Witikoweg 9. D-70437 Stuttgah (DE). SCHILP, 
Andrea [DE/DE]; Seelenbachweg 15, D-73525 Schwae- 
bisch Gmuend (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, 
MC, NL, PT, SE). 



Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht, 
Vor Ablaufder fur Anderungen der AnsprUche ZMgelassenen 
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt falls Anderungen 
eintreffen. 



(54) TiUe: DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING THE LATERAL UNDERCUT OF A STOUCTURED SURFACE LAYER 

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER LATERALEN UNTERATZUNG EINER STRUK- 
TURIERTEN OBERFLACHENSCHICHT 

(57) Abstract 

The invention relates to a device and a method for determining the 
extent of an at least partial lateral undercut of a structured surface layer 
(23) on a sacrificial coating (21). To this end, a part of said structured 
surface layer (23) comprises at least one passive electronic component 
(31) with which a measurable physical variable can be determined that 
is proportional to the extent of die lateral undercut. According to the 
inventive method for producing said device, at least a part of the surface 
layer (21) on the structured surface layer (23) is provided in a first 
etching step with a structure comprising trenches (15'). In a second 
etching step, a lateral undercut on at least a part of the structured surface 
layer (23) is carried out starting from said trenches (15*). In the first 
etching step, at least one passive electronic component (31) is additionally 
produced by structuring a part of the surface layer (23). During the 
following undercutting of the surface layer (23) said electronic component 
is also undercut. The measurable physical variable is determined in a 
contactless manner, preferably by irradiating the passive component (31) 
with electromagnetic radiation. 

(57) Zusammenfassung 

Es wird eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Bestimmung der Ausdehnung einer zumindest bereichsweisen lateralen Unteratzung 
einer strukturierten Oberflachenschicht (23) auf einer Opferschicht (21) vorgeschlagen. Die strukturierte Oberflachenschicht (23) weist dazu 
bereichsweise mindestens ein passives elektronisches Bauteil (31) auf, mit dem eine physikalische Messgr6?ss bestimmbar ist, die zu der 
Ausdehnung der lateralen Unteratzung proportional ist. Das erfindungsgemasse Verfahren zur Erzeugung dieser Vorrichtung schlagt vor, 
zunMchst auf der strukturierten Oberflachenschicht (23) in einem ersten Atzverfahren die Oberflachenschicht (21) zumindest bereichsweise 
mit einer Strukturiening mit Trenchgraben (15*) zu versehen und in einem zweiten Atzverfahren, ausgehend von den TrenchgrSben (15'), 
zumindest bereichsweise eine laterale UnterStzung der strukturierten Oberflachenschicht (23) vorzunehmen. Dabei wird in dem ersten 
Atzverfahren aus der Oberflachenschicht (23) bereichsweise zusatzlich mindestens ein passives elektronisches Bauteil (31) herausstrukturiert, 
das beim nachfolgenden Unteratzen der Oberflachenschicht (23) ebenfalls unteratzt wird. Die Bestimmung der Physikalischen Messgrdsse 
erfolgt bertihrungslos, vorzugsweise durch Einstrahlung elektromagnetischer Strahlung in das passive Bauelement (31). 




LEDIGUCH ZUR INFORMATION 

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbogen der Schriften, die intemationale Anmeldungen gemSss dcm 
PCX veroffentlichen. 
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Vorrichtung und Verfahren zur Bestiinmung der lateralen 
Unteratzung einer stnikturierten Oberf lachenschicht 

Stand der Technik 

Die Erfindung betriff t eine Vorrichtung und ein Verfahren 
zur Bestiinmung einer zumindest bereichsweisen lateralen Un- 
teratzung einer strukturierten Oberf lachenschicht nach der 
Gattung der unabhangigen Anspruche. 

Es ist bekannt, oberf lachenmikromechanische Strukturen in 
einer Siliziumschicht in FluSsauredatnpf zu atzen und zur Er- 
zielung einer Unteratzung einer strukturierten Oberflachen- 
schicht aus Silizium eine Opferschicht aus Siliziumdioxid 
unter der zu strukturierenden Oberf lachenschicht anzxibrin- 
gen. Der FluiSsauredampf bewirkt dabei bei einer Atzung der 
Opferschicht eine rein zeitkontrollierte Unteratzung der 
strukturierten Oberf lachenschicht , so daS die jeweils in der 
Opferschicht erreichte Unteratzweite , beispielsweise zur de- 
finierten Freileg\ing f reistehender Sens or strukturen in der 
Oberf lachenschicht , im Laufe der FluSsauredampf xinteratzung 
nicht direkt meSbar bzw. wahrend der Atzung nicht kontrol- 
lierbar ist. Daher besteht permanent die Gefahr, xingewollt 
zu kurz Oder zu lang zu atzen. Insbesondere ein zu langes 
Atzen kann zur Zerstorung von Strukturen auf einem Wafers 
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fiiiiren, indem diese sich beispielsweise vom Substrat ablo- 
sen , 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher ein Verfaiiren 
und eine zu dessen Durchf uhrxang geeignete Vorrichtung be- 
reitzustellen, das es erlaubt, die erreichte Unteratzweite 
bzw. Ausdehnung der Unteratzung einer strukturierten Ober- 
f lachenschicht permanent wahrend der Unteratzung zu messen. 

Vorteile der Erfindung 

Das erfindungsgemaSe Verfahren und die erf indungsgemaSe Vor- 
richtung mit den kennzeichnenden Merkmalen der unabhangigen 
Anspruche hat gegenuber dem Stand der Technik den Vorteil, 
daS es ermoglicht, die Ausdehnimg der lateralen Unteratzung 
einer strukturierten Oberf lachenschicht durch Atzung einer 
Opferschicht permanent in situ d.h. wahrend der Unteratzung 
als Funktion der Zeit zu bestimmen "und diese damit kontrol- 
lieren und einstellen zu konnen. 

Dazu wird aus der Oberf lachenschicht bereichsweise zusatz- 
lich mindestens ein passives elektronisches Bauteil heraus- 
strukturiert, das beim Unteratzen der Oberf lachenschicht 
ebenfalls ujiteratzt wird und mit dem beim Unteratzen eine 
zur Ausdehnung der Unteratzung proportionale physikalische 
MeJ^groJ^e bestimmt wird. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus 
den in den Unteranspriichen genannten Mafinahmen. 

So ist es sehr vorteilhaft, wenn die physikalische MeSgroSe 
eine Kapazitat, eine absorbierte oder emittierte Intensitat 
einer elektromagnetischen Strahlung, eine absorbierte oder 
emittierte Frequenz, insbesondere Resonanzf requenz, oder ein 
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absorbiertes oder emittiertes Freguenzspektrum einer elek- 
tromagnetischen Strahltmg ist . Dabei wird vorteilliaft uber 
mindestens einen Sender ein erstes Signal emittiert, mit dem 
das passive elektronische Bauteil wechselwirkt , wobei ein 
zweites Signal erzeugt oder das erste Signal zu einem zwei- 
ten Signal modif iziert wird, welches wiederum liber minde- 
stens einen Empf anger detektiert wird. Die physikalische 
MeSgroSe und somit die dazu proportionale Unteratziing wird 
dann aus dem zweiten Signal oder aus dem Unterschied zwi- 
schen dem ersten und dem zweiten Signal bestimmt. 

Sender und Empfanger befinden sich dabei sehr vorteilhaft 
auSerhalb der eigentlichen Atzkammer und bleiben so vor ei- 
nem Atzangriff , insbesondere durch aggressive Atzgase wie 
HF-Dampf, CIF3, XeFa und ahnliche geschiitzt. Somit kann 
gleichzeitig sehr vorteilhaft auf eine aufwendige Verschal- 
tung und Kontaktierung des passiven elektronischen Bauele- 
mentes verzichtet werden. Die Wechselwirkung von passivem 
Bauelement und Sender bzw. Empfanger erfolgt somit vorteil- 
haft beruharungslos . 

Besonders vorteilhaft ist weiterhin, wenn der Sender und 
Empfanger in einem Bauteil, insbesondere einer Verarbei- 
tungseinheit integriert sind \md/oder der Sender gleichzei- 
tig auch Empfanger ist. Insbesondere im letzteren Fall kon- 
nen sehr vorteilhaft charakteristische elektrische Parameter 
des Senders, die auf Veranderungen eines elektromagnetischen 
Strahlungsfeldes reagieren, wie beispielsweise interne Span- 
nungen, Strome oder Phasen zwischen internen Spannungen und 
Stromen, in einfacher Weise detektiert oder ausgewertet wer- 
den . 

Als erstes Signal eignet sich besonders vorteilhaft eine an 
das passive elektronische Bauteil eingekoppelte oder anlie- 
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gende elektrische Spaiinimg, eine eingestrahlte oder einge- 
leitete Intensitat einer elektromagnetischen Strahlung, 
Oder, besonders vorteilhaft, ein in das passive elektroni- 
sche Bauteil eingestrahlte oder eingeleitete, kontinuierlich 
Oder iit5)ulsartig emittierte Hochf requenzleistung mit vorge- 
gebener Frequenz oder vorgegebenem Frequenzspektrum oder ei- 
ne Abfolge gecliirpter Hochf requenzinpulse elektromagneti- 
scher Strahlrmg. 

Ebenso ist auch das zweite Signal vorteilhaft eine elektri- 
sche Spanniing, eine absorbierte oder emittierte Intensitat 
elektromagnetischer Strahlung oder eine absorbierte oder 
emittierte Frequenz, insbesondere eine Resonanzf requenz , 
Oder ein Frequenzspektrum elektromagnetischer Strahlung. 

Weiterhin ist es besonders vorteilhaft, wenn das passive 
elektronische Bauteil eine aus der strukturierten und zumin- 
dest bereichsweise zu xanteratzenden Oberf lachenschicht zu- 
satzlich herausstrukturierte Spule ist, die mit einer darun- 
ter befindlichen Grundschicht gleichzeitig einen Kondensator 
bildet, bei dem die Opferschicht als Dielektrikum dient . Die 
Kapazitat C dieses Kondensators ist dann proportional zu der 
zu bestimmenden Ausdehn\ang der lateralen Unteratzung der 
strukturierten Oberf lachenschicht . Die Spule vmd der mit ihr 
und der darunter befindlichen Grxandschicht gebildete Konden- 
sator stellen somit einen LC-Schwingkreis mit einer Reso- 
nanzf requenz fo dar, deren Anderung Afo dann proportional zu 
der zu bestimmenden Ausdehnung der bereichsweisen lateralen 
Unteratzung der Oberf lachenschicht ist. Dabei ist vorteil- 
haft raindestens eines der beiden Spulenenden der als passi- 
ves elektronisches Bauteil zusatzlich herausstrukturierten 
Spule in seiner Ausdehnxing derart dimensioniert , daS eine 
vollstandige Unteratzung des Spulenendes unterbleibt . Somit 
bleibt die Spule stets auch zumindest einseitig auf der 



PCT/DEOO/00749 

WO 00/55899 

- 5 - 



Grundschiclit befestigt und fallt beispielsweise nicht herun- 
ter . 

Als Materialien fur die Grundschicht eignet sich insbesonde- 
5 re Silizium oder ein Siliziumwaf er . Die Oberf lachenschicht 

besteht vorteilhaft ebenfalls aus Silizium oder Polysilizi- 
um, das beispielsweise zur Verbesser;ing der elektrischen Ei- 
genschaften dotiert und/oder oberf lachlich metallisiert sein 
kann. Als Opferschicht eignet sich vorteilhaft ein zumindest 
IQ itn Bereich des passiven elektronischen Bauteils bzw. der 

Spule elektrisch isolierendes Material wie Siliziumdioxid . 

Das erf indungsgemaSe Verfahren eignet sich be senders zur de- 
finierten Unteratzung, insbesondere in einer Dampf phase von 

15 HF-Dampf oder in einer Gasphase, beispielsweise mit CIF3, 

BrF3 Oder XeFs, und damit zur Erzeugung f reistehender Sen- 
sorstrukturen in der stnakturierten Oberf lachenschicht , Es 
eignet sich in der Regel nicht zum Einsatz in f liissigen Atz- 
medien wie beispielsweise waSriger FluSsaure, da beispiels- 

20 weise die Einstrahlung von Hochf requenzstrahlung in einen 

Elektrolyten aufgrund einer starken Strahlungsdampf ung 
schwierig ist. 



Zeichnung 

25 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeich- 
nungen und in der nachf olgenden Beschreibung naher erlau- 
tert . Die Figur 1 zeigt einen Schnitt durch eine 
Schichtanordnung mit einer strukturierten Oberflachen- 
3 0 schicht, Figur 2 eine Draufsicht auf Figur 1 und Figur 3 ei- 

ne weitere Aus fuhrungs form der Schichtanordnung nach Figur 1 
mit zusatzlichen externen Baugruppen. 



Ausfuhrungsbeispiele 
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Figur 1 zeigt eine Schichtanordnung mit einer strukturierten 
Oberf lachenschicht 23, einer Opf ersciiicht 21 und einer 
Griindschicht 20. Die Oberf lachenschicht 23 besteht aus Sili- 
zium Oder Polysilizium, das oberf lachlich metallisiert ist, 
die Opferschicht 21 aus Siliziumdioxid und die Griindschicht 
20 wird durch einen Siliziumwaf er gebildet. Ein derartiger 
Aufbau ist beispielsweise bereits in der Anmeldiong DE 198 
47455.5 beschrieben worden. Aus der Oberf lachenschicht 23 
ist weiterhin bereichsweise mindestens ein passives elektro- 
nisches Bauteil 31 in Form einer Spule 3 0 herausstruktu- 
riert, wobei die Spule 3 0 ein erstes Spulenende 13 und ein 
zweites Spulenende 12 sowie Spulenwindungen 14 aufweist, die 
uber in der Oberf lachenschicht 23 herausstrukturierte, in 
der Tiefe bis zur Opferschicht 21 reichende Trenchgraben 15 
voneinander separiert sind. Das erste Spulenende 13 ist uber 
eine Durchkontaktierung 22 mit der Grundschicht 2 0 verbun- 
den, die elektrisch leitfahig ist. Die Spule 30 mit ihrer 
Induktivitat L bildet somit mit der Grundschicht 20 einen 
Kondensator mit einer Kapazitat C und der Opferschicht 21 
als Dielektrikum. 

Weiterhin ist aus der strukturierten Oberf lachenschicht 23 
mindestens eine zu unteratzende oder f reizulegende Struktur 
11 liber Trenchgraben 15' herausstrukturiert , wobei auch die 
Trenchgraben 15' in der Tiefe bis zur Opferschicht 21 rei- 
chen. In der Praxis sind aus der Oberf lachenschicht 23 eine 
Vielzahl von gegebenenf alls unterschiedlichen Strukturen 11 
herausstrukturiert , wahrend in der Regel maximal einige pas- 
sive elektronische Bauteile 31 zur Bestimmung der Ausdehnung 
der lateralen Unteratzung ausreichend sind. Die Fo3rm der 
Struktur 11 unterliegt dabei keinerlei Beschrankung . Es kann 
sich dabei urn eine f reizulegende Struktur 11 in Form eines 
Mikroschwingspiegels, eines Sensors oder lediglich eines Be- 
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reaches der Oberf lachenschiclit 23 handeln. Insbesondere mu& 
die Struktur 11 dabei nicht von den Trenchgraben 15^ umgeben 
sein, sondern es genugt, weim lediglich uber einen 
Trenchgraben 15^, der beispielsweise auch als Loch ausgebil- 
det sein kann, eine laterale UnterStzung der Struktur 11 er- 
moglicht wird. 

Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf Figur 1. wobei sich die 
Spule 3 0 in diesem Fall beispielhaft in \inmittelbarer Nahe 
zu der Struktur 11 befindet und die Struktur 11 eine voll- 
standig oder teilweise zu unteratzende Platte 11 ist, bei 
der die Ausdehnung der Unteratzung mit Hilfe des passiven 
elektronischen Bauteils 31 bzw. der Spule 30 zu bestimmen 
ist. AuSerdem sind das erste xind das zweite Spulenende 12, 
13 jeweils gegenuber den Spulenwindungen 14 groSflachig ge- 
staltet, urn eine vollstandige Unteratzung zumindest eines 
der Spulenenden 12 oder 13 zu vermeiden. Die Dimensionierung 
der Spulenenden 12, 13, die Anzahl der Spulenwindungen 14, 
die Breite der Trenchgraben 15 und 15^ und die Form der Spu- 
le 30, die in Figur 2 lediglich beispielhaft in Form eines 
rechtwinkligen Maanders ausgefuhrt ist, ergibt sich im Ein- 
zelfall anhand der zu bestimmenden lateralen Ausdehnung der 
Unteratzung. Hinsichtlich dieser GroiSen sind die Figuren 1 
bis 3 nicht maSstablich zu verstehen. Insbesondere kSnnen 
die Windungen der Spule 30 auch spiralformig ausgebildet 
sein, die von den Spulenenden 12, 13 eingenommenen Flachen 
kdnnen deutlich grofier als die Flache der Struktur 11 sein 
iind die Breite der Trenchgraben 15 kann vergleichbar mit der 
Breite der Struktur 11 sein. Die geeignete Dimensionierung 
der einzelnen Baugruppen kann der Fachmann im konkreten Fall 
anhand einfacher Uberlegungen und Vorversuche vornehmen. Da- 
bei hangt die Dimensionierung beispielsweise auch von dem 
Frequenzbereich ab, in dem man arbeiten mochte . 



wo 00/55899 PCT/DEOO/00749 

- 8 - 



Die Figur 3 zeigt eine Weiterbildiing der Figur 1 mit weite- 
ren externen Baugruppen, Dabei wird von einem externen Sen- 
der 43 ein erstes Signal emittiert, das mit dem passiven 
elektronischen Bauteil 31 bzw. der Spule 3 0 wechselwirkt und 
5 dadurch das erste Signal zu einem zweiten Signal modifiziert 

Oder ein zweites Signal emittiert. Der Empf anger 44 empfangt 
dann. dieses zweite Signal. Dabei konnen Sender 43 und Emp- 
f anger 44 sowohl kontinuierlich (gleichzeitiges Senden und 
Empfangen) als auch abwecbselnd {abwechselndes Senden und 

10 Empfangen) arbeiten. Weiterhin ist ein Korrelator 45 vorge- 

sehen, der die physikalische Me£gro£e in an sich bekannter 
Weise aus dem zweiten Signal oder aus dem Unterschied zwi- 
schen dem ersten und dem zweiten Signal bestimmt. In Figur 3 
bilden demnach Sender 43, Empf anger 44 und Korrelator 45 ei- 

15 ne Verarbeitungseinheit 40, die au£erhalb des Siliziumwaf ers 

sitzt und beruhrungslos mit der Spule 3 0 bzw. dem von der 
Spule 3 0 und der Grundscbicht 20 gebildeten Schwingkreis 
uber elektromagnetische Strahlung wecbselwirkt . Die Verar- 
beitungseinheit 4 0 kann somit auch aufierhalb der eigentli- 

20 chen Atzanlage angeordnet sein und ist dort insbesondere 

nicht dem Angriff eines aggressiven Atzmediums ausgesetzt. 
Auch eine Verschaltung mit der Spule 3 0 ist somit nicht er- 
f orderlich. 



25 In Figur 3 ist weiter angedeutet, wie eine Unteratzxing der 

strukturierten Oberf lachenschicht 23 durch Atzung der Opfer- 
schicht 21, beispielsweise in an sich bekannter Weise in 
FluSsauredampf , von den Atzbereichen 50 und 50^ am Boden der 
Trenchgraben 15, 15' ausgeht . 

30 

Im einzelnen wird im erlauterten Ausfuhrungsbei spiel gemaS 
Figur 1 auf einem Siliziumwaf er als Grundschicht 20 zunachst 
eine Siliziumdioxidschicht als Opferschicht 21 auf gebracht . 
Auf dieser Opferschicht 21 wird dann eine Oberf lachenschicht 
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23 aus Silizium oder Polysilizium aufgebracht, die ober- 
flachlich metallisiert ist . AnschlielSend wird die Oberfla- 
chenschicht 23 in an sich bekannter Weise iiber eine Maskie- 
rung strukturiert und Trenchgraben 15 imd 15' in die Ober- 
5 f lachenschicht 23 geatzt, die in der Tiefe bis zu der Opfer- 

schicht 21 reichen. Die Trenchgraben 15' umgeben dabei min- 
destens eine zu unteratzende und insbesondere f reizulegende 
Struktur 11. Gleichzeitig werden mit dem AtzprozeS zur 
Strukturierung der Oberf lachenschicht 23 auch eine oder meh- 

10 rere passive elektronische Bauteile 31 in Form einer Spule 

3 0 in die Oberf lachenschicht 23 eingeatzt bzw. aus dieser 
herausstrukturiert , so daE mehrere Spulenwindungen 14 in dem 
Silizium der Oberf lachenschicht 23 ausgefiihrt sind, die auf 
dem gleichen Opferoxidtyp bzw. der gleichen Opferschicht 23 

15 angeordnet sind, wie die f reizulegenden Strukturen 11. 

Das erste Spulenende 13 oder das zweite Spulenende 12 der 
Spule 30 kann zusatzlich mit einer Durchkontaktiening 22 in 
Fo3rm eines Kontaktloches mit der Grundschicht 20 elektrisch 

20 verbunden sein (siehe Figur 1) . Altemativ kann auch minde- 

stens eines der beiden Spulenenden 12, 13 so weit verbrei- 
tert werden, daJS es wahrend der Unteratzung der f reizulegen- 
den Struktur 11 sicher nicht vollstandig unteratzt wird, so 
daS die Spule 3 0 wenigstens einseitig auf der Opferschicht 

25 21 befestigt bleibt (siehe Figur 3) . Weiterhin ist es auch 

m5glich, beide Spulenenden 12, 13 so zu verbreitern, daS 
beide bei der Unteratzung nicht vollstandig unteratzt wer- 
den. Falls eines der Spulenenden 12, 13 nicht verbreitert 
ist und beim Unteratzen der f reizulegenden Struktur 11 voll- 

3 0 standig vmteratzt wird, ist es auch moglich, eine nach Ab- 

schluS der Unteratzung freitragende Konstruktion der Spule 
3 0 zu erhalten, sofern das jeweils andere Spulenende ver- 
breitert Oder, besonders bevorzugt, mit einer Durchkontak- 
tiening 22 mit der Grundschicht 20 verbunden ist. Als beson- 
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ders giinstig hat sich eine Kombination eines verbreiterten 
Spulenendes mit einem mit der Gnindschicht 20 liber eine 
Durchkontaktierimg 22 verbundenen Spulenende herausgestellt . 

5 Die Anordnung der Spulenwindungen 14 mit dem danonterliegen- 

den Siliziumdioxid der Opferschicht 21 bildet zur Grimd- 
schicht 20 hin einen Kondensator mit uber die Lange der Spu- 
lenwindungen 14 verteilten Kapazitat C. Die Spule 30 hat als 
elektrischer Leiter gleichzeitig eine Induktivitat L, so daS 
10 in jedem Fall ein Schwingkreis entsteht^ dessen Resonanzfre- 

quenz fo durch die Induktivitat L und die Kapazitat C uber 




gegeben ist. In bevorzugter Ausfiihrung ist die Oberflache 
der Oberf lachenschicht 23 im Bereich der Spule 30 beispiels- 

15 weise durch Aluminium, AlSiCu oder AlSi metallisiert , wobei 

diese Metallisierung gleichzeitig auch als Kontaktmaterial 
fur die Struktur 11 dienen kann, Durch die Metallisierung 
wird der ohmsche Widerstand der Spulenwindungen 14 erheblich 
vermindert und somit eine moglichst hohe Resonanzgute des 

20 gebildeten LC-Schwingkreises erzielt. Damit ist eine scharfe 

Definition der Resonanzf requenz des gebildeten Schwingkrei- 
ses durch eine hohe Resonanzgute aufgriand geringer elektri- 
scher Dampf ung gewahrleistet . 

25 Aufgrund der Dielektriziatszahl von Siliziumdioxid Soxia von 

3,88 im Vergleich zu der von Luft Sbuft von 1, nimmt die Ka- 
pazitat C des Kondensators in dem MalSe ab, wie die Opfer- 
schicht 21 unter der Spule 30 bzw. den Spulenenden 14 
und/oder 13 durch laterales Unteratzen in Flufisauredampf 

3 0 weggeatzt wird und dabei durch Luft oder FluSsauredampf er- 

setzt wird. Die Opferschicht 21 als Dielektrikum andert so- 
mit wahrend der Unteratzung standig ihre effektive Dielek- 
trizitatszahl , wobei die sich als Funktion der Unteratzung 
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einstellende effektive Dielektrizitatszahl proportional zu 
der lateralen Ausdelmung der Unteratzung der Spule 30 ist . 
Fiir die Andening der Kapazitat C des von der Spule 3 0 irnd 
der Grundschicht 20 gebildeten Kondensators gilt: 



Dabei bezeichnet AA die Flache der durch. die Unteratzung 
entfernten Opf erschichit 21 unter der Spule 30 und d den Ab- 
stand von Spule 30 und Grundschicht 20, d.h. die Dicke der 
urspriinglich vorhandenen Opferschicht 21. 

Die gemessene laterale Ausdehnung der Unteratzung der Spule 
3 0 ist somit ein MaS fur die laterale Ausdehnung der Un- 
teratzung der Struktur 11. 

Die Anderung der Kapazitat AC des Schwingkreises ist wieder- 
um sehr genau uber die Veranderung Af o der Resonanzf requenz 
fo des LC-Schwingkreises meSbar, wobei in 1. Naherung gilt: 



Die meStechnische Erfassung der Resonanzf requenz fo des 
Schwingkreises oder deren Andeming Afo mit f ortschreitender 
Unteratzung kann dabei auf vielfaltige, an sich bekannte Ar- 
ten erfolgen. Besonders geeignet ist die resonante Absorpti- 
on und Wiederabstrahlung von eingestrahlter oder eingeleite- 
ter Hochf requenzleistung . Dazu strahlt man beispielsweise 
gemaS Figur 3 mit einem sogenannten „ Grid-Dipper" als Verar- 
beitungseinheit 40 eine Hochfrequenz beim Unteratzen im 
FluSsauredampf in die dazu verwendete Atzvorrichtung ein, 
deren Frequenzlage manuell oder automatisch variiert wird. 
Bei automatischer Variation spricht man auch von einem „Fre- 
quenz-Sweep" oder „Wobbeln'' . Im Resonanzf all , d.h. wenn die 
von aul^en angelegte oder eingestrahlte Frequenz mit der Re- 
sonanzf requenz des Schwingkreises zusammenf allt , bewirkt der 



und 
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Schwingkreis daim eine Veranderiing mindestens einer charak- 
teristischen elektrischen oder physikalischen MeSgroSe, die 
detektiert wird. So hat eine Resonanzabsorption durch das 
passive elektronische Bauteil 31 bzw. den von Spule 3 0 imd 
5 Grundschicht 20 gebildeten LC-Schwingkreis aus einem exter- 

nen hochf requenten Strahlungsf eld emitterseitig, d.h. ±m 
Sender 43, eine Anderung von Spannungen, Stromen oder Phasen 
zwischen Stromen und Spannungen zur Folge, die als MeJSgroiSen 
im Sender 43 selbst detektierbar sind. Dazu eignet sich bei- 

10 spielsweise der Gitterstrom einer die eingestrahlte oder 

eingeleitete Hochf reqxxenz erzeugenden, als Hochf reguenzgene- 
rator dienenden Oszillatorrohre (Elektronenrohre) , aus der 
sich auch der Name Grid-Dipper'' fur dieses Mel^gerat herlei- 
tet, da der Gitterstrom (grid) einer solchen Oszillatorrohre 

15 im Fall der Resonanz mit einem externen Schwingkreis gut 

mefibar einbricht (dip) . 

Entsprechende elektrische GroSen treten jedoch auch bei 
Transistoroszillatoren auf , wenn ein externer Schwingkreis 

20 von der eingestrahlten Hochf reguenz resonant getroffen wird 

und dabei Energie aus dem Strahlungsf eld aufnimmt. Wesent- 
lich in den erlauterten Aus fuhrungsbei spiel en ist stets die 
Veranderung im Strahlungsf eld durch eine Resonanzabsorption, 
die dann auf vielfaltige, jeweils an sich bekannte Weise de- 

25 tektiert und beispielsweise hinsichtlich ihrer Freguenz ge- 

nau bestimmt werden kann. 

Ein weiteres Ausf tihrungsbeispiel , insbesondere zur Bestim- 
mung der Resonanzf requenz des Schwingkreis es , sieht vor, in 
30 den mit der Spule 30 gebildeten Schwingkreis sogenannte „ge- 

chirpte" Hochf requenzimpulse uber den Sender 43 der Verar- 
beitungseinheit 40 gemaS Figur 3 einzustrahlen, d.h. Hoch- 
f recpjenzimpulse, deren Frequenz sich mit einer vorgegebenen 
Zeitfunktion (beispielsweise linear) rasch andert. Dabei muE 



wo 00/55899 



PCT/DEOO/00749 



- 13 - 



der gechirpte Hochf requenzimpuls mit seinem iiberstrichenen 
Hochf requenzbereich auch die Resonanzf requenz des gebildeten 
Schwingkreises uberstreichen, damit dieser wahrend der Daxier 
des eingestrahlten Impulses irgendwann resonant erregt wird. 
Nach jedem gechirpten Hochf requenzimpuls wird dann in einer 
Sendepause mit dem Empf anger 44 die Abstrahlung elektroma- 
gnetischer Strahlung durch den Schwingkreis gemessen 
(„Echo") und der Wert der abgestrahlten Resonanzf requenz , 
d.h. der Resonanzf requenz des Schwingkreises, die wiederum 
proportional zur zu bestimmenden lateralen Unteratzung ist, 
mit einem Standardf requenzmel^verf ahren ermittelt. 

In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel wird, in Abanderung 
des zuvor erlauterten Ausfiihrungsbei spiels, anstelle einer 
Abfolge gechirpter Hochf requenzimpulse von dem Sender 43 ei- 
ne Abfolge breitbandiger Rauschimpulse auf die Oberflache 
der Oberf lachenschicht 23 eingestrahlt d.h. Impulse aus ei- 
nem statistischen Frequenzgemisch, das die Resonanzf requenz 
des mit der herausstrukturierten Spule 30 gebildeten 
Schwingkreises auf dem Siliziumwaf er einschlieSt. Am Ende 
jedes Rauschimpulses wird dann in einer Sendepause von dem 
Empf anger 44 wieder, wie zuvor erlautert, die vom LC- 
Schwingkreis abgestrahlte Hochf requenzleistung (das „Echo'') 
detektiert und in der Verarbeitxingseinheit 40 hinsichtlich 
ihrer Frequenz ausgewertet . Der Schwingkreis nimmt somit 
wahrend der Einstrahlung Energie auf, sobald er in seiner 
Resonanzf requenz getroffen wird, die er anschlielSend auf 
dieser Frequenz wieder abstrahlt . In den Impulspausen ist 
die Wiederabstrahlung („Echo") besonders leicht detektier- 
bar, da kein starkes Sendersignal uberlagert ist. 

Die Resonanzf requenz oder die Anderung der Resonanzf requenz 
des Schwingkreises als physikalische MeEgrofie ist auch in 
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diesem Ausfuhiningsbei spiel der zu bestimmenden Ausdehnung 
der lateralen Unteratzung proportional. 

Es ist schlieSlich auch moglich, uber den Sender 43 kontinu- 
5 ierlich ein breitbandiges Rauschspektrum einzustrahlen und 

dieses mit dem Sender 44 kontinuierlich zu detektieren. Da 
die Emission des LC-Schwingkreises in einem engen Band um 
dessen Resonanzf reguenz erfolgt, kann in diesem Fall das 
uberlagerte Senders ignal von der Emission des LC- 
10 Schwingkreises zuverlassig und einfach getrennt und let zt ere 

identif iziert werden . 

Of f ensichtlich eignen sich neben der Resonanzf requenz des 
Schwingkreises auch eine vom Schwingkreis absorbierte oder 
15 emittierte Intensitat einer elektromagnetischen Strahlung 

Oder eine Phasenanderung im Strahlungsf eld als Funktion der 
Unteratzung als physikalische MeSgroSe. 
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Anspruche 

10 

1 . Vorrichtiing zur Bestimmung der Ausdehnung einer zu- 
mindest bereichsweisen lateralen Unteratziing einer struktu- 
rierten Oberf laciienschicht (23) auf einer Opf erschicht (21), 

15 dadurch gekennzeichnet, daE die strukturierte Oberflachen- 

schicht (23) bereichsweise mindestens ein passives elektro- 
nisches Bauteil (31) aufweist, mit detn eine physikalische 
MelSgroJSe bestimmbar ist, die zu der Ausdehnung der lateralen 
Unteratzung proportional ist . 

20 

2. Vorrichtiing nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die physikalische MeSgrofie eine Kapazitat, eine absor- 
bierte oder emittierte Intensitat einer elektromagnetischen 
Strahliing, eine absorbierte oder emittierte Frequenz, insbe- 

25 sondere Resonanzf requenz , oder ein absorbiertes oder emit- 

tiertes Frequenzspektrum einer elektromagnetischen Strahlxong 
ist , 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
3 0 da£ mindestens ein Sender (43) vorgesehen ist, der ein er- 

stes Signal emittiert und mindestens ein Empf anger (44) vor- 
gesehen ist, der ein zweites Signal detektiert, wobei das 
passive elektronische Bauteil (31) mit dem ersten Signal 
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wechselwirkt und dabei das zweite Signal erzeugt oder das 
erste Signal zu dem zweiten Signal modif iziert . 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , 
daS die physikalische MeSgroSe aus dem zweiten Signal oder 
aus dem Unterschied zwischen dem ersten iind dem zweiten Si- 
gnal bestimmbar ist . 

5. Vorrichtiing nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , 
daS Sender (43) und Empf anger (44) in einem Bauteil, insbe- 
sondere einer Verarbeitungseinheit (40) integriert sind 
tond/oder daE der Sender (43) gleichzeitig auch Empf anger 

(44) ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , 
daS das erste Signal eine an dem passiven elektronischen 
Bauteil (31) anliegende Spannung, eine Intensitat einer 
elektromagnetischen Strahlung, eine in das passive elektro- 
nische Bauteil (31) eingestrahlte, kontinuierlich oder im- 
pulsartig emittierte Hochfrequenzlei stung mit vorgegebener 
Frequenz oder vorgegebenem Freguenzspektrum oder eine Abfol- 
ge gechirpter Hochf requenzimpulse oder breitbandiger Rau- 
schimpulse elektromagnetischer Strahlung ist, und da£ das 
zweite Signal eine elektrische Spannung, eine absorbierte 
Oder emittierte Intensitat einer elektromagnetischen Strah- 
lung Oder eine Frequenz, insbesondere eine Resonanzf requenz, 
oder ein Frequenzspektrum elektromagnetischer Strahlung ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS das passive elektronische Bauteil (31) eine in der Ober- 
f lachenschicht (23) herausstrukturierte Spule (30) mit einem 
ersten Spulenende (13) und einem zweiten Spulenende (12) 
ist, wobei die Spule (30) mit einer Gnmdschicht (20) einen 
Kondensator mit der Opferschicht (23) als Dielektrikum bil- 
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det, dessen Kapazitat C proportional zu der zu bestimmenden 
Ausdehnxing der lateralen Unteratzung der Oberf lachenschicht 
(23) ist. 

5 8. Vorrichtiing nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , 

daS die Spule (30) zusammen mit ihrer Kapazitat C einen 
Schwingkreis mit einer Resonanzf requenz fo bildet, deren An- 
deriing Afo proportional zu der zu bestimmenden Ausdehnung 
der lateralen Unteratzung der Oberf lachenschicht (23) ist. 

10 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , 
daS eine Durchkontaktierung (22) vorgesehen ist, die eines 
der Spulenenden (12, 13) mit der Grundschicht (2 0) verbin- 
det . 

15 

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , 
daE mindestens eines der Spulenenden (12, 13) in seiner Aus- 
dehnung derart dimensioniert ist, daS eine vollstandige Un- 
teratzung des Spulenendes (12, 13) unterbleibt. 

20 

11. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS die strukturierte Oberf lachenschicht (23) zumindest im 
Bereich des passiven elektronischen Bauteiles (31) uber die 
Opferschicht (21) von einer Gmndschicht (20) separiert ist. 

25 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
daj^ die Grundschicht (20) zumindest weitgehend aus Silizium 
Oder Polysilizium besteht oder ein Siliziumwaf er ist. 

30 13, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daS die Oberf lachenschicht (23) zumindest in dem Bereich des 
passiven elektronischen Bauteils (31) elektrisch zumindest 
schwach leitend ist und insbesondere aus Silizium oder Poly- 
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silizium oder oberf lachlich metallisiertem oder dotiertem 
Silizium oder Polysilizium besteht . 

14. Vorrichtiing nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
5 daiS die Opferschicht (21) zumindest im Bereich des passiven 

elektronischen Bauteils (31) elektrisch isolierend ist imd 
insbesondere aus einer Siliziumoxidschicht besteht. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
10 daS die Oberf lachenschicht (23) mit in der Tiefe bis zur Op- 
ferschicht (21) reichenden Trenchgraben (15, 15 M versehen 
ist . 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet , 
15 daS die Trenchgraben (15) eine zu unteratzende Struktur (11) 

in der Oberf lachenschicht (23) begrenzen. 

17 . Verf ahren zur Bestimmung der Ausdehnung der lateralen 
Unteratzung einer strukturierten Oberf lachenschicht (23) auf 

20 einer Opferschicht (21) , wobei in einem ersten Atzverfahren 

die Oberf lachenschicht (21) zumindest bereichsweise mit ei- 
ner Strukturierung mit Trenchgraben (15 M versehen wird und 
in einem zweiten Atzverfahren, ausgehend von den Trenchgra- 
ben (15 M/ zumindest bereichsweise eine laterale Unteratzung 

25 der strukturierten Oberf lachenschicht (23) vorgenommen wird, 

dadurch gekennzeichnet , dafi in dem ersten Atzverfahren aus 
der Oberf lachenschicht (23) bereichsweise zusatzlich minde- 
stens ein passives elektronisches Bauteil (31) herausstruk- 
turiert wird, das beim Unteratzen der Oberf lachenschicht 

3 0 (23) ebenfalls unteratzt wird und mit dem beim Unteratzen 

eine zur Ausdehniing der Unteratzung proportionale physikali- 
sche MeSgroSe bestimmt wird. 
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le. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet , 
daS die Strukturiening der Oberf lachenschicht (23) liber eine 
Maskierung erf olgt . 

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet , 
da£ die Opferschicht (21) auf einer Grundschicht (20) aufge- 
bracht wird. 



20. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet , 
daS das Heraustrukturieren des Bauteils (31) uber das Atzen 
von Trenchgraben (15) erf olgt. 

21. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, 
daS eine Spule (30) als passives elektronisches Bauteil (31) 
aus der Oberf lachenschicht (23) herausstrukturiert wird. 



22, Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, 
daS bei einem Unteratzen der Spule (3 0) die Resonanzf reguenz 
eines mit der Spule (30) gebildeten Schwingkreises gemessen 
und daraus die Ausdehnung der lateralen Unteratzung bestimmt 
wird. 
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